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Krasilnik Z.F., Kudryavtsev K.E., Nekorkin S.M., Novikov A.V., Skorokhodov 
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Maksimov A.I., Aleksandrova O.A., Pronin I.A., Karmanov A.A., Terukov E.I., 

Yakushova N.D., Averin I.A., Bobkov A.A., Permyakov N.V. // Technical 

Physics Letters. – 2016. – V.42. – №9. – PP. 967 – 969  



3. Simulation of the Sensor Response of Vacuummeters with Sensitive Elements 

Based on Multicomponent Oxide Nanomaterials with the Fractal Structure/ 

Averin I.A., Igoshina S.E., Karmanov A.A., Pronin I.A., Moshnikov V.A., 

Terukov E.I. // Technical Physics. – 2017. – V. 62. – № 5. – PP. 799–806. 

4. Investigation of the electrical and ethanol-vapour sensing properties of the 

junctions based on ZnO nanostructured thin film doped with copper/ Dimitrov 

D.Tz., Nikolaev N.K., Papazova K.I., Krasteva L.K., Pronin I.A., Averin I.A., 

Bojinova A.S., Georgieva A.Ts., Yakushova N.D., Peshkova T.V., Karmanov 

A.A., Kaneva N.V., Moshnikov V.A. // Applied Surface Science. – 2017. – 

V.392. – PP. 95 – 108  

5. Investigation of gas-sensitive properties of thin-film thermovoltaic sensor 
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и микросистемная техника, 2018. – Т. 20. – № 8. –  С.451-455. 
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Мошников В.А., Якушова Н.Д., Карманов А.А., Аверин И.А., Сомов П.А., 

Теруков Е.И. // Письма в журнал технической физики, 2018. – Т. 44. № 15. 

-  С. 87-92. 
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И.А., Пронин И.А., Карманов А.А., Алимова Е.А., Мошников В.А., 
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(173).- С. 30-32. 
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/Крупкин Е.И., Аверин И.А., Алимова Е.А., Карманов А.А., Пронин И.А., 

Якушова Н.Д. //Нано- и микросистемная техника. 2020. Т. 22. № 5. С. 255-
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М.Н., Жилова О.В., Калинин Ю.Е., Макагонов В.А., Панков С.Ю., Ситников 

А.В.//Неорганические материалы. 2020.- Т. 56.- № 4. С. 393-401.  
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Pankov S.Yu., Kalinin Yu.E., Makagonov V.A., Zhilova O.V., Chetverikova A.P., 

Kashirin M.A., Foshin V.A.//Advanced Materials and Technologies. 2020.- № 117.- 

С. 43-48.  

4. Magneto-optical properties of nanocomposites ferromagnetic-carbon/Ganshina E., 

Garshin V., Perova N., Zykov G., Aleshnikov А., Kalinin Y., Sitnikov A.//Journal of 

Magnetism and Magnetic Materials. 2019. Т. 470. С. 135-138.  

5. Structure and electrophysical properties of thin-film SnO2-In2O3 

heterostructures/Zhilova O.V., Pankov S.Yu., Sitnikov A.V., Kalinin Yu.E., 

Volochaev M.N., Makagonov V.A.//Journal of Materials Science: Materials in 

Electronics. 2019. Т. 30. № 13. С. 11859-11867.   

6. Твердофазные превращения в многослойных пленках 

(Co40Fe40B20)34(SiO2)66–ZnO (SnO2, In2O3)/ Калинин Ю.Е., Ситников А.В., 

Бабкина И.В., Каширин М.А., Макагонов В.А., Жилова О.В.//Известия 

Российской академии наук. Серия физическая. 2019. Т. 83. № 9. С. 1223-1228.  

 7.  Структура и электрические свойства тонких пленок (ZnO/SiO2) / 

Волочаев  М.Н., Калинин Ю.Е., Каширин М.А., Макагонов В.А., Панков С.Ю., 

Бассараб В.В.//Физика и техника полупроводников. 2019. Т. 53. № 11. С. 1505-

1511.  

8. Магнитная анизотропия многослойных гетероструктур 

[(Co41Fe39B20)x(SiO2)100-X/Bi2Te3]47 /Безверхний А.И., Таланцев А.Д., 

Калинин Ю.Е., Ситников А.В., Никитенко В.A., Коплак О.В., Дмитриев О.С., 

Моргунов Р.Б.//Физика твердого тела. 2019. Т. 61. № 2. С. 266-272.   

9. Optical and electrical properties of thin-film hetero-structures of the IN2O3 - ZnO 

system /Zhilova O.V., Pankov S., Sitnikov A.V., Kalinin Yu.E., Kashirin M.A., 

Makagonov V.A.//Materials Research Express.- 2019.- Т. 6.- № 8.- С. 086330. 

 10. Влияние термообработки на электрические свойства тонких пленок In2O3, 

легированных иттрием /Калинин Ю.Е., Жилова О.В., Бабкина И.В., Ситников 

А.В., Макагонов В.А., Ремизова О.И. //Неорганические материалы.- 2018.- Т. 54. 

№ 9. -С. 936-942.  



 11. Динамическая магнитная проницаемость гетерогенных наносистем на 

основе композитов (Co41Fe39B20)X (SiO2)100-X /Грановский А.Б., Калинин 

Ю.Е., Каширин М.А., Колмаков Д.В., Рыльков В.В., Ситников А.В., Вызулин 

С.А., Ганьшина Е.А., Талденков А.Н. //Журнал экспериментальной и 

теоретической физики. -2017.- Т. 152.- № 2. -С. 363-371. 
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1. Влияние текстурирования поверхности пластин кремния для 

солнечных фотопреобразователей на их прочностные свойства/ Шпейзман 

В.В., Николаев В.И., Поздняков А.О и др.//Журнал технической физики. 

2020. Т. 90. № 7. С. 1168-1174. 

2. Исследование влияния радиации на рекомбинационные потери в 

гетеропереходных солнечных элементах на основе монокристаллического 

кремния/Панайотти И.Е., Теруков Е.И.//Письма в Журнал технической 

физики. 2019. Т. 45. № 5. С. 9-12. 

3. Пористый кремний как наноматериал для дисперсных транспортных 

систем направленной лекарственной доставки ко внутреннему уху/Спивак 

Ю.М., Белорус А.О., Паневин А.А., Журавский С.Г., Мошников В.А. и 

др.//Журнал технической физики. 2018. Т. 88. № 9. С. 1394-1403. 

4. Развитие модели образования материалов с иерархической 

структурой пор, созданных в условиях золь-гель-процессов/Кононова И.Е., 

Кононов П.В., Мошников В.А.// Неорганические материалы. 2018. Т. 54. № 5. 

С. 500-512. 
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5. Усиление люминесценции квантовых точек вблизи слоя наночастиц 

Ag/SiO2 / Матюшкин Л.Б., Перцова А., Мошников В.А.//Письма в Журнал 

технической физики. 2018. Т. 44. № 8. С. 35-41. 

6. Изучение влияния временных характеристик модулированной DC-

плазмы с (SiH4-Ar-O2)-газовой фазой на рост NCl-SI в матрице A-SiOx:H 

(CO2=15.5 мол%)/ Ундалов Ю.К., Теруков Е.И., Трапезникова И.Н.//Физика 

и техника полупроводников. 2018. Т. 52. № 10. С. 1137-1144. 

7. Усиление флуоресценции наноразмерных пленок ZNO:SIO2 в 

присутствии сывороточного альбумина человека/Наговицын И.А., Чудинова 

Г.К., Лобанов А.В., Борулева Е.А., Мошников В.А., Налимова С.С., Кононова 

И.Е.//Химическая физика. 2018. Т. 37. № 8. С. 29-35. 
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пористого кремния для электродных материалов с низкой работой выхода/ 

Смердов Р.С., Мустафаев А.С., Спивак Ю.М., Левицкий В.С., Мошников 

В.А. // Физическое образование в ВУЗах. 2018. Т. 24. № S1. С. 196c-202C. 
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кремния-диоксид титана методом атомно-молекулярной химической 

сборки/Лучинин В.В., Панов М.Ф., Романов А.А.//Журнал технической 

физики. 2017. Т. 87. № 5. С. 736-740. 
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Афонин М.В., Балбекин Н.С., Гареев Г.З., Гареев К.Г., Горшков А.Н., 

Королев Д.В., Лучинин В.В., Смолянская О.А.// Оптический журнал. 2017. Т. 

84. № 8. С. 16-22. 
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Севрюгина М.П., Пщелко Н.С., Спивак Ю.М., Мошников В.А., Кастро Р.А. // 

Известия СПбГЭТУ ЛЭТИ. 2017. № 3. С. 8-12. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35446755&selid=35446761


13. Получение нанокластеров кремния, NCl-Si, в матрице 

гидрированного аморфного субокисла кремния, a-SiOX:H /Ундалов Ю.К., 

Теруков Е.И., Гусев О.Б., Трапезникова И.Н.//Физика и техника 

полупроводников. 2016. Т. 50. № 4. С. 538-548. 
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different conditions/ Spivak Yu.M., Myakin S.V., Moshnikov V.A., et al. // Journal 

of Nanomaterials. 2016. Vol. 2016. 2629582, 6p. 

15. Фотолюминесценция коллоидных квантовых точек в 

кремнийсодержащих пористых слоях/ Мараева Е.В., Тарасов С.А., Михайлов 

И.И., Мошников В.А., Мусихин С.Ф., Селезнев Б.И., Спивак Ю.М. // Вестник 

Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2016. 
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